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【57】申請專利範圍
1.　一種製作一半導體裝置之方法，該方法包含以下步驟：提供一晶圓，該晶圓包含複數個
半導體晶粒，其中各半導體晶粒包含一作用表面(active surface)及一背側，該背側與該作
用表面相對立；用一塗佈機器形成一多膜材料於該晶圓上方及該晶圓內的該複數個半導

體晶粒之各者之該背側上方，該多膜材料包含一非光敏層及一光敏層，其中該光敏層之

一厚度小於或等於該非光敏層之一厚度；用一數位曝光機器及一顯影劑藉由移除該光敏

層之一部分，在用於該複數個半導體晶粒之各者的該光敏層內形成一識別標記，該識別

標記編碼唯一產品資訊；固化該光敏層；及單切該晶圓成複數個半導體裝置。

2.　如請求項 1之方法，其中該晶圓係一原生半導體晶圓(native semiconductor wafer)。
3.　如請求項 1之方法，其中該晶圓係一經重構晶圓或經重構板材(panel)。
4.　如請求項 1之方法，其進一步包含形成具有一特徵大小的該等識別標記，該特徵大小在
長度、寬度或兩者方面小於或等於 150微米。

5.　如請求項 1之方法，其進一步包含以下步驟：形成該多膜材料，該多膜材料包含在 10
微米至 60微米之範圍內之一厚度；及形成具有在 2微米至 30微米之範圍內之一厚度的
用於該複數個半導體晶粒之各者的該等識別標記。

6.　如請求項 1之方法，其中用於在該晶圓上方形成該多膜材料的該塗佈機器進一步包含一
膜貼合機、一旋轉塗佈機、一簾塗佈機、或一槽模塗佈機(slot die coater)。

7.　如請求項 1之方法，其進一步包含以下步驟：形成具有約 300毫米之一直徑的該晶圓；
且針對包含約 300mm之一直徑的晶圓，依等於或大於 25個晶圓/小時(WPH)之一速率，
形成用於該複數個半導體晶粒之各者的該識別標記。

8.　一種製作一半導體裝置之方法，該方法包含以下步驟：提供一晶圓，該晶圓包含複數個
半導體晶粒，其中各半導體晶粒包含一作用表面及一背側，該背側與該作用表面相對
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立；形成一多膜材料於該晶圓上方及該晶圓內的該複數個半導體晶粒之各者之該背側上

方，該多膜材料包含一非光敏層及一光敏層；用一數位曝光機器及一顯影劑藉由移除該

光敏層之一部分而不暴露該複數個半導體晶粒之各者之該背側，在用於該複數個半導體

晶粒之各者的該光敏層中形成一唯一識別標記；固化該光敏層；及單切該晶圓成複數個

半導體裝置。

9.　如請求項 8之方法，其中該晶圓係一原生半導體晶圓，或一經重構晶圓或經重構板材。
10.   如請求項 8之方法，其進一步包含形成具有一特徵大小的該等識別標記，該特徵大小在

長度、寬度或兩者方面小於或等於 150微米。
11.   如請求項 8之方法，其中該多膜材料形成於該晶圓內的該複數個半導體晶粒之各者之該

背側上。

12.   一種製作一半導體裝置之方法，該方法包含以下步驟：提供一晶圓，該晶圓包含複數個
半導體晶粒，其中各半導體晶粒包含一作用表面及一背側，該背側與該作用表面相對

立；形成一多膜材料於該晶圓上方且於該複數個半導體晶粒之各者上方，該多膜材料包

含一非光敏層及一光敏層；及藉由在不使用一雷射的情況下移除該光敏層之一部分，在

用於該複數個半導體晶粒之各者的該光敏層內形成一識別標記。

13.   如請求項 12之方法，其中該晶圓係一原生半導體晶圓，或一經重構晶圓或經重構板材。
14.   如請求項 12之方法，其進一步包含形成具有一特徵大小的該等識別標記，該特徵大小在

長度、寬度或兩者方面小於或等於 150微米。
15.   如請求項 12之方法，其中該多膜材料形成於該晶圓內的該複數個半導體晶粒之各者之該

背側上。

16.   如請求項 12之方法，其進一步包含形成具有小於或等於該多膜材料之一厚度之 50百分
比的一厚度的該識別標記。

圖式簡單說明

圖 1繪示如先前技術中已知之半導體封裝上之標記。
圖 2A至圖 2E繪示一半導體晶圓，其包含複數個半導體晶粒。
圖 3A至圖 3F繪示具有一識別標記之半導體封裝之態樣，及一種提供識別標記之方法。
圖 4繪示包含一識別標記之一半導體封裝之一實施例。
圖 5繪示包含複數個半導體封裝之一晶圓之一實施例，該複數個半導體封裝包含識別標

記。

圖 6繪示包含複數個半導體封裝之一晶圓之一實施例，該複數個半導體封裝包含識別標
記。

圖 7繪示包含一識別標記之一半導體封裝之一實施例。
圖 8繪示包含一識別標記之一半導體封裝之一實施例。
圖 9繪示包含一識別標記之一半導體封裝之一實施例。
圖 10A及圖 10B繪示關於包含唯一識別符之半導體封裝之態樣之程式流程。
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